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　電気通信研究所では情報通信分野の研究拠点として、磁気記録や半導体・光通信を

はじめとして世界をリードする研究が数多く行われています。研究技術基盤センター

に所属する技術職員は、こうした最先端の研究の細かなニーズに合わせて機械工作や、

理化学計測、材料加工、あるいは情報管理のための様々な技術を提供しています。研

究内容の変化に柔軟に対応し技術と知見のブラッシュアップに努めており、卓越した

技量と経験を通して研究開発に貢献しています。

　本報告書は研究基盤技術センターの年度ごとの業務内容や成果をまとめたもので、

広く学内外の皆様にその活動状況を知っていただくことを大きな目的として発行させ

ていただくものです。今回が初回ですので未だ至らぬ点も多いかと思います。ご覧に

なった皆様方からの忌憚のないご意見・ご要望などをお待ちしております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研究基盤技術センター長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　茂雄
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第一章

業務紹介

研究基盤技術センターは 4部（工作部　評価部　プロセス部　情報技術部）
で構成されており、それぞれ特色のある専門的な業務を担っています。
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第二章

研修・出張報告

技術職員は自らのスキルアップのために、研修・講習会等に自主的・積極的
に参加しています。これらの活動は月例のミーティングで報告することが

原則となっています。
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第三章

発表・成果報告

業務上の成果をまとめました。論文掲載や謝辞掲載、技術研究会での
発表等、その形式には幾つかあります。成果発表の場でもある、研究会や

技術発表会への参加も積極的に行っています。
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Shinich Shikata, Takenori Tanno, Tokuyuki Teraji, Hisao Kanda, Taketoshi Yamada, and 
Jun-ichi Kushibiki, “Precise measurements of diamond lattice constant using Bond 
method” Japanese Journal of Applied Physics, 57 (2018), 111301. 
 
Yoichi Uehara, Masashi Kuwahara, Satoshi Katano, Takenori Tanno, and Joe Sakai, 

Pump-probe scanning-tunneling-microscope light-emission spectroscopy of Sb2Te3” 
Journal of Applied Physics, 124 (2018), 075104. 
 

 
 

Kensaku Kanomata, et al. “Photomodulation of electrical conductivity of a PCBM-doped 
free-standinglipid bilayer in buffer solution” Journal of Electroanalytical Chemistry, 832 
(2019) 55-58 
 

 
Hiroo Yokoyama, et al. “Magneto-impedance properties of thin-film type sensors using 
CoNbZr/SiO2 multilayer films” Journal of Magnetism and Magnetic Materials 478 
(2019) 38–42 
 

 
Daichi Yamaura, et al. “Amphiphobic Septa Enhance the Mechanical Stability of Free- 
Standing Bilayer Lipid Membranes” Langmuir, 34 (2018), 5615-5622. 
 

 
K. Watanabe, B. Jinnai, S. Fukami, H. Sato and Ohno Shape anisotropy revisited in 
single “Shape anisotropy revisited in single-digitnanometer magnetic tunnel junctions” 
Nature Communications9, Article number: 663 (2018) 
 
B. Jinnai, H. Sato, S. Fukami, and H. Ohno "Scalability and wide temperature range 
operation of spin-orbit torque switching devices using Co/Pt multilayer nanowires," 
Applied Physics Letters 113, 212403 (2018).  
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第四章

社会貢献

業務の専門性を生かして、本業以外にも様々な活動をしています。
例えば、学外の技術者向けに、半導体基礎講座等を行うなど、

学外からの期待も高いです。
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第五章

装置・スキルリスト

センター利用の利便性を高めるために、各部の専門的な設備の
主な使用をまとめました。また、技術職員の保有資格等を綴りました。
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編集後記 
 

～通研研究基盤技術センター年次報告書の発刊にあたって～ 
 
 
 今年度、通研研究基盤技術センターの年次報告書を冊子体として、初めて作成することに
なりました。この中で通研技術職員の日頃の活動を報告・紹介することが出来ればという思
いで取り組みました。 

まず初めに、当センターは大きく 4 部体制（工作部 評価部 プロセス部 情報技術部）
で構成されておりますので、各部の実務的な業務紹介をして頂くことにしました（1 章）。
次に、当センターでは月例で技術職員ミーティングを開催しておりますので、その中での出
張報告や研修等への参加報告を題材と捉え、それらの資料を綴りました（2 章）。さらに、
成果発表として論文や謝辞掲載のリスト、その他にも学内外の研修会や技術研究会・発表会
での発表報告や概要集・発表スライド等を綴りました（3 章）。実務以外にも技術職員の活
動の幅は広く、半導体技術基礎講座の実施など社会貢献としてまとめました（4 章）。最後
に、各部の設備や職員の保有資格等をリスト化しました（5 章）。スキルリストとして活用
頂ければ幸いです。 

当センターが技術職員組織として通研内に設立されて今年で 12 年目になりますが、年次
報告書の作成は恥ずかしながら今年度が初めての試みとなります。これまで他大学、他部局
の技術職員組織の年次報告書は、数多く目にしてきたはずなのですが、いざとなると、何か
ら始めればよいか解らず、他組織で発刊している報告書を片手に見様見真似でのスタート
となりました。各グループ長と連携して、アイディアを出してもらったり、原稿を提供して
頂いたり、と関連部署と協力してここに初刊ができたことをうれしく思います。 

 
技術長 末永保 

平成 30 年度 研究基盤技術センター年次報告書 
第 1 号 

令和 1 年 10 月 1 日発行 
編集 ： 東北大学電気通信研究所研究基盤技術センター 
     末永保 阿部真帆 森田伊織 佐藤正彦 阿部健人 
デザイン：関谷佳奈 
発行 ： 東北大学電気通信研究所研究基盤技術センター 
       〒980-8577 仙台市青葉区片平二丁目１－１ 
       URL:  http://www.ftc.riec.tohoku.ac.jp/ 
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